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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月9日(2012.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＥＳＤ保護用のＮ型ＭＯＳトランジスタを有する半導体装置であって、
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に設けられた、前記Ｎ型ＭＯＳトランジスタの外周を規定する第１の
トレンチ分離領域と、
　前記第１のトレンチ分離領域が規定する領域の内部に設けられたチャネル領域と、
　前記チャネル領域をはさんで設けられたソース領域およびドレイン領域と、
　前記チャネル領域の上にゲート絶縁膜を介して設けられたゲート電極と、
　前記ゲート電極とは反対の側に設けられた、側面および底面を有し、一方の前記側面に
より前記ドレイン領域と接している、第２のトレンチ分離領域と、
　前記半導体基板内に、前記第２のトレンチ分離領域の前記側面および底面に沿って設け
られた、前記ドレイン領域と同じ導電型を有するドレイン延設領域と、
　前記第２のトレンチ分離領域の他方の前記側面に接して設けられた、前記ドレイン延設
領域と電気的に接続された、前記ドレイン領域と同じ導電型を有するドレインコンタクト
領域と、
を有する半導体装置。
【請求項２】
　前記第２のトレンチ分離領域は複数並んで配置されており、前記ドレイン延設領域は、
前記複数並んで配置された前記第２のトレンチ分離領域の側面および下面にそれぞれ設置
された前記ドレイン領域と同一の導電型の不純物拡散領域を電気的に接続して構成されて
いる請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】



(2) JP 2011-142190 A5 2012.12.27

　前記ソース領域は、第３のトレンチ分離領域の側面および下面に設置された前記ソース
領域と同一の導電型の不純物拡散領域によって形成されたソース延設領域を介して前記ソ
ース領域と同一の導電型の不純物拡散領域によって形成されたソースコンタクト領域と電
気的に接続している請求項１記載の半導体装置。
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